Instituto Instituto
Nacional ipT | &
de Tecnologia Naciona

INTI Industrial . Argentina
-0 de fenologla g cenrenaRio
--------- INTI industrial 10| 2010




sssszan  Instituto
ssszsaz | Nacional

de Tecnologia
INTI Industrial




Instituto
Nacional

de Tecnologia
INTI Industrial

-----------




Instituto
Nacional
de Tecnologia

INTI Industrial

-----------

UNIDADRES DE Tﬁ \/\ {

CUID AL 0=

INTENSIVOS %

DIROSITIVOS
ELECTR OMED IC O3

FERSONALHO ? “r/—’-f

SANITRRIC a3 Foahia:
COMUNICACIOHES MONITORIZACION

FERSONAL %

MEDICO

FACIENTES




Instituto 1
Nacional
de Tecnologia

INTI Industrial
=00
CABLES DE
PACIENTE J\_}
-
ELECTRODOS |
, A PROCESO
PACIENTE = DE DATOS

ELEMENTOS DE INTERACCION POTENCIAL




Instituto 11
Nacional
de Tecnologia
Industrial
EUorie Potencia (W) Frecuencia (MHz) Intensidad de Campo (V/m) Distancia (m) Utilizacion
S NG Tl 100 39 8 6 baja
antena interior
Coche patrulla: 40 490 - 6 baja
antena de techo
QL' 100 155 9 4,5 baja
antena de techo
Coche de bomberos: 40 155 6 6 baja
antena de techo
Coche de emergencias 40 155 4 4,5 baja
Transmisor portéatil 2-300 30-936 10 30 alta
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CISPR 11 Grupo 1 Claze A Elechic Field Strength 10 m CIF

Level in dBuV/m

30 40 60 ga 100 120 140 1680 180 200

Frequency in MHz I
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Figure 4B Example of a simple analogue circuit
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2

RF bandwidth controlled
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input {not by feedback)
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RIS FRo SHEPRY LI DESWERT SEAN AL capacitors close o IC (for stabllity)
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complete integral shielding of every box
and all cables
(compartment shielding)
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\ metal or plastic box /

metalized box
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